
отзыв
на автореферат диссертации Колосова [митрия Дндреевича на тему

((ЗаконоМерности электроЕного транспорта и перетекания заряда в тонких плёнках

на основе графена с вертикrtльно ориентированными углеродными нанотрУбКаМИ

при модификации нанополостей плёнок молекулярными юIастерами бОРа И

{{ кремния>, представленной на соисканиеученой степени кандидата фиЗИКО-
математических наук по специilльности 1.3.5. - Физическ€ш ЭЛектРОНИКа

,Щиссертационная работа Колосова Д. А. посвящена изучению влиrIниlI аТоМОВ

л|lтия и нац)ия, и кJIастеров кремния и бора на электрофизичесКи€ свойСтва

композитных тонких пленок графен/ОУНТ. Следует отметить, что графеновые СлОИ

рассмчIтриваются в настоящее время как перспективные материtшы Для созданLuI

новых электронных устройств, и особенности управлениlI их функчионttлЬныМИ
свойствами гryтем допированшI примесными веществами представляют большОй
интерес, в том числе с точки зрения теоретиtIеского рассмотрения. В работе
основное внимание уделено закономерностям перетекания заряда между кJIастерами

бора/кремния и углеродными пленками графен/ОУНТ, процессам токопереноса, а

также влиянию применяемых модификаций Еа удель}Iую и квантовую емкостЬ
плеЕок, что, безусловно является акту€шьной задачей для электроники на осноВе

углеродных материtulов. Автор применил современные и широко используемые
программные пакеты SIESTA и LAMMPS, при этом автором была разработана
оригинtшьнчш методика заполнениJI атомами различных химических элементоВ,

позволяющая задавать требуемую концентрацию в рамках рассматриваемых
моделей. Тема диссертационной работы соответствует специаJIьности 1.3.5.

Физическая электроника.
Из автореферата видно, что автору удttлось поJryчить следующие основные

научцые результаты:
_ модификацшI пленок, имеющих вертикttльно-ориентированные ОУНТ, кластерами
KpeMHpuI tIриводит к росry удельной емкости вследствие возникновениrI

дополнительных коваIIентных связей с допирующей примесью, и увеличению
электропроводности вследствие переноса заряда на углеродный каркас, а также
сдвига уровIIя Ферми в область разрешенных состояний;
_ модификацри кJIастерами бора пленок графеrr/ОУНТ шозволяет значительно

увеличить квантовую емкость и электропроводность пленок. Ана.гtогичный эффект
наблюдается и в нанотрубках (n,0) с поJIупроводниковым типом проводимости, где
при массовоЙ доле бора 17,68 О/о кваrrгов€UI емкость увеличивается в 40 раз пО

сравнению с емкостью чистого ОУНТ.
Все выводы и основные результаты диссертации, представленные в

автореферате, представJuIются достаточно обоснованными и Еадежными.

.Щостоверность полученных результатов обеспечивается применением
специаJIизированных процраммных пакетов, протестированных на широком наборе
кристаллических и молекулярных систем. Материалы диссертации хорошо
представлеIIы в гryбликациях, из которых 5 статей - в изданиях, индексируемых
международными базами Scopus и ISI Web:,,Это, позволяет закJIючить, что
поJryченные результаты прошли достатOчную . ,экспертизу и являются
оригинtшьными. ,.,]] ,,

По работе имеются следующие замечаниfi
1. В автореферате недостаточно обоснован выбор хирitльности трубок.
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2. В тексте автореферата не рассмотрены причины почему нанотрубки с
хираJIьностью (6,6) являются более равновесными по сравнению с нанотрубками
(5,5) и (9,0).

З. Из работы не ясно, шри каких условиrIх имеются возможности
синтезировать рассмотренные композитные пленки с бором и кремнием. Для

_дальнейшего р€lзвитIдI работы, конечно, требуется сравнение расчетов с
эксперимеtlтЕtльными данными.

Однако отмеченные замечанIбI никоим образом не снижают ценность
выполненной работы, которtш соответствует всем требованиям ВАК РФ,
предъявленным к диссертациJIм на соискание ученой степени кандидата наук, и в
частности, требованиям пп. 9-1l, l3, 14 <<Положения о присуждении ученых
степеней>>, утвержденного Постановлением Правительства РФ J\b 842 от 24.09.20|3
г., а ее автор, Колосов Щмитрий Андреевич, засJý/живает присвоенIбI искомой
ученой степени кандидата физико-математических наук по специrLпьности 1.3.5. -
Физическ€ш электроника.
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